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特　長
● PWM（パルス幅変調）マイクロステッピング･モー
タ･ドライバ

— マイクロステッピング･インデクサを内蔵

— 巻線あたり最大2.5A

— 3ビットの巻線電流制御により最大8つの電流
レベルを設定可能

— 低MOSFETオン抵抗

● 動作電源電圧範囲：8V ～ 38V

● 熱特性を強化した表面実装パッケージ

アプリケーション
● プリンタ

● スキャナ

● OA機器

● ゲーム機

● FA機器

● ロボット

概　要
DRV8811は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケー

ション等に対して、様々なステッピング･モータ･ドライバ･ソ
リューションを提供します。2つのHブリッジ･ドライバに加え、
ステッピング･モータ制御用のマイクロステッピング･インデク
サ･ロジックを搭載しています。
それぞれの出力ドライバ･ブロックはNチャネル･パワーMOS-

FETで構成され、フルHブリッジとしてモータを駆動します。
単純なステップ/方向インターフェイスにより、制御回路と

簡単にインターフェイスできます。ピンを使用して、モータを
フル･ステップ、1/2ステップ、1/4ステップ、または1/8ステッ
プ･モードに設定できます。また、減衰モードとPWMオフ時間
のプログラミングが可能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護

のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8811は、サーマル･パッド付きのPowerPAD™ 28ピン

HTSSOPパッケージで供給されます。

(1)

TA
(2)

DRV8811PWPR
PowerPAD™ (HTSSOP) – PWP DRV8811

50個（1チューブ） DRV8811PWP

製品情報 
パッケージ 発注型番 捺印 

2000個（1リール） 
–40°C ～ 85°C

（1）最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ･オプション」を参照するか、TIのWebサイト 
 （www.ti.comまたはwww.tij.co.jp）をご覧ください。 
（2）パッケージ図面、熱特性データ、記号の意味については、www.ti.com/packagingを参照してください。 

PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの登録商標です。

http://www.ti.com/lit/gpn/drv8811
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静電気放電対策
ESDはこの集積回路にダメージを与えることがあります。テ

キサス･インスツルメンツ社は、全ての集積回路に適切なESD
対策が行われることを推奨します。この適切な取扱いや取付け
手順が守られない場合には、素子にダメージを与えることがあ
ります。

ESDが与えるダメージには、素子へ微妙な性能劣化から完全
な素子故障まで様々な症状に及びます。非常に些細なパラメー
タの変化でもその素子の仕様を満足しなくなることがあり、高
詳細な集積回路はさらにESDによる影響を受けやすい場合があ
ります。
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I/O(1)

電源およびグランド 

GND 7, 21 - デバイスのグランド 

VMA 28 - ブリッジAの電源 モータの電源（8V～38V）に接続します。両方のピンを同じ電源に接続 
する必要があります。 

VMB 15 - ブリッジBの電源 モータの電源（8V～38V）に接続します。両方のピンを同じ電源に接続 
する必要があります。 

VCC 10 - ロジック電源電圧 3V～5Vのロジック電源に接続します。0.1µFのセラミック･コンデンサを 
使用してGNDにバイパスします。 

CP1 23 IO チャージ･ポンプ用 
フライング･コンデンサ 

CP1とCP2の間に0.22µFのコンデンサを接続します。 

CP2 24 IO チャージ･ポンプ用 
フライング･コンデンサ 

CP1とCP2の間に0.22µFのコンデンサを接続します。 

VCP 22 IO ハイサイド･ゲート駆動電圧 VMとの間に0.22µFのセラミック･コンデンサを接続します。 

VGD 20 IO ローサイド･ゲート駆動電圧 0.22µFのセラミック･コンデンサを使用してGNDにバイパスします。 

制　御 

ENABLEn 26 I イネーブル入力 入力“H”時、デバイスの出力がディスエーブルになり、“L”時はイ 
ネーブルになります。 

SLEEPn 27 I スリープ･モード入力 入力“H”時、デバイスがイネーブルになり、“L”時は低電力スリープ･ 
モードになります。 

DECAY 5 I 減衰モード選択 印加する電圧によって減衰モードが設定されます。詳細については、 
モータ･ドライバの説明を参照してください。0.1µFのセラミック･コン 
デンサを使用してGNDにバイパスします。 

STEP 19 I ステップ入力 立ち上がりエッジでインデクサが1ステップ移動します。 

DIR 3 I 方向入力 レベルによってステッピング方向を設定します。 

USM0 13 I マイクロステップ･モード0 USM0およびUSM1によってステップ･モード（フル･ステップ、1/2ス 
テップ、1/4ステップ、または1/8ステップ）を設定します。 

USM1 12 I マイクロステップ･モード1 USM0およびUSM1によってステップ･モード（フル･ステップ、1/2ス 
テップ、1/4ステップ、または1/8ステップ）を設定します。 

RESETn 17 I リセット入力 アクティブ･ローのリセット入力により、インデクサ･ロジックが初期 
化され、“H”ブリッジ出力がディスエーブルになります。 

SRn 16 I 同期整流イネーブル入力 入力L時、同期整流がイネーブルになります。 

VREF 8 I 電流設定リファレンス入力 巻線電流設定のリファレンス電圧。 

RCA 6 I ブリッジAのブランキング 
およびオフ時間調整 

GNDとの間に並列の抵抗およびコンデンサを接続します。 
詳細については、モータ･ドライバの説明を参照してください。 

RCB 9 I ブリッジBのブランキング 
およびオフ時間調整 

GNDとの間に並列の抵抗およびコンデンサを接続します。 
詳細については、モータ･ドライバの説明を参照してください。 

ISENA 1 - ブリッジAグランド / Isense ブリッジAの電流センス抵抗に接続します。 

ISENB 14 - ブリッジBグランド / Isense ブリッジBの電流センス抵抗に接続します。 

出　力 

AOUT1 4 O ブリッジA出力1 バイポーラ･ステッピング･モータの巻線Aに接続します。 

AOUT2 25 O ブリッジA出力2 正電流はAOUT1→AOUT2です。 

BOUT1 11 O ブリッジB出力1 バイポーラ･ステッピング･モータの巻線Bに接続します。

BOUT2 18 O ブリッジB出力2 正電流はBOUT1→BOUT2です。 

HOMEn 2 O ホーム位置 ステップ･テーブルのホーム状態のとき、“L”になります。 
それ以外の状態では、“H”になります。 

名前 ピン 説明 外部部品または接続 

（1）方向：I = 入力、O = 出力、OZ = 3ステート出力、OD = オープン･ドレイン出力、IO = 入力/出力 

端子機能 
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PWP

PWP

PWP

PWP

67.5°C/W 14.8 mW/°C 1.85 W 1.18 W 0.96 W

W39.5°C/W 25.3 mW/°C 3.16 W 2.02 W 1.64

33.5°C/W 29.8 mW/°C 3.73 W 2.38 W 1.94 W

28°C/W 35.7 mW/°C 4.46 W 2.85 W 2.32 W

定格消費電力 
ディレーティング係数、 

TA = 25℃以上 
基板 パッケージ RθJA TA < 25°C TA = 70°C TA = 85°C

Low-K(1)

Low-K(2)

High-K(3)

High-K(4)

（1）このデータを得るために使用したJEDEC Low-K基板は、裏面に銅領域のない76mm × 114mm、2層、1.6mm厚のPCBです。 
（2）このデータを得るために使用したJEDEC Low-K基板は、裏面に25cm2の2オンス銅領域を形成した76mm × 114mm、2層、1.6mm厚のPCBです。 
（3）このデータを得るために使用したJEDEC High-K基板は、裏面に銅領域のない76mm × 114mm、4層、1.6mm厚のPCBであり、ソリッドな1オンス 
 の内部グランド･プレーンを持ちます。 
（4）このデータを得るために使用したJEDEC High-K基板は、裏面に25cm2の1オンス銅領域を形成した76mm × 114mm、4層、1.6mm厚のPCBであり、 
 ソリッドな1オンスの内部グランド･プレーンを持ちます。 

MIN MAX 単位 

VMX 電源電圧範囲 –0.3 40 V

VVCC 電源電圧範囲 –0.3 7

デジタル･ピン電圧範囲 –0.5 VCC V

VREF 入力電圧範囲 –0.3 V VCC V

ISENSExピン電圧範囲 –0.3 0.5 V

IO(peak) ピーク･モータ駆動出力電流、t < 1µs 6

IO 連続モータ駆動出力電流 ±2.5 A

A

PD 連続合計消費電力 「定格消費電力」の表を参照 

TJ 動作仮想接合部温度範囲 –40 150 °C

TA 動作周囲温度範囲 –40 85 °C

Tstg 保存温度範囲 –60 150 °C
（1）絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、 
 このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長 
 時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。 
（2）すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。 
（3）消費電力および温度の制限に従う必要があります。 

絶対最大定格 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 

(1)(2)(3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14 15

16
17
18
19

28
27
26
25
24
23
22
21
20

ISENA
HOME

DIR
AOUT1
DECAY

RCA
GND

VREF
RCB
VCC

BOUT1
USM1
USM0
ISENB

VMA
SLEEPn
ENABLEn
AOUT2
CP2
CP1
VCP
GND
VGD
STEP
BOUT2
RESETn
SRn
VMB

GND
(PPAD)

PWP (HTSSOP) PACKAGE

MIN NOM MAX 単位 

VM モータ電源電圧範囲 (1) 8 38 V

VCC

VREF

ロジック電源電圧範囲 3 5.5 V

VREF入力電圧 VCC V

（1）すべてのVMピンを同じ電源電圧に接続する必要があります。 

推奨動作条件 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 
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MIN TYP MAX

電源 

IVM VM動作電源電流 VM = 35 V, fPWM < 50 KHz 4.5 8 mA

IVCC VCC動作電源電流 fPWM < 50 KHz 0.4 4 mA

IVMQ VMスリープ･モード電源電流 VM = 35 V 12 20 µA

IVCCQ VCCスリープ･モード電源電流 5 20 µA

VM低電圧誤動作防止電圧 VM上昇時 6.7 8
VUVLO V

VCC低電圧誤動作防止電圧 VCC上昇時 2.71 2.95

VREF入力/電流制御精度 

IREF VREF入力電流 VREF = 3.3 V –3 3 µA

VREF = 2.0V、70%～100%電流 –5 5 %

%
∆ICHOP チョッピング電流精度 

 VREF = 2.0V、20%～56%電流 –10 10

論理レベル入力 

VIL 入力“Low”電圧 0.3 × VCC V

VIH 入力“High”電圧 0.7 × VCC V

IIL 入力“Low”電流 VIN = 0.3 × VCC –20 20 µA

IIH 入力“High”電流 VIN = 0.3 × VCC –20 20 µA

HOMEn出力 

VOL 出力“Low”電圧 IO = 200 µA 0.3 × VCC V

VOH 出力“High”電圧 IO = –200 µA 0.7 × VCC V

減衰入力 

0.21 ×VIL 入力“Low”スレッショルド電圧 高速減衰モード時 VVCC

VIH 入力“High”スレッショルド電圧 低速減衰モード時 0.6 × VCC V

HブリッジFET

VM = 24 V, IO = 2.5 A, TJ = 25°C 0.50
Rds(on) High side  FETオン抵抗 Ω

VM = 24 V, IO = 2.5 A, TJ = 85°C 0.60 0.75

VM = 24 V, IO = 2.5 A, TJ = 25°C 0.50
Rds(on) Low side  FETオン抵抗 Ω

VM = 24 V, IO = 2.5 A, TJ = 85°C 0.60 0.75

IOFF –20 20 µA

モータ･ドライバ 

tOFF オフ時間 Rx = 56 kΩ, Cx = 680 pF 30 38 46 µs

tBLANK 電流センス･ブランキング時間 Rx = 56 kΩ, Cx = 680 pF 700 950 1200 ns

tDT デッド･タイム (1) SRn = 0 100 475 800 ns

保護回路 

IOCP 過電流保護トリップ･レベル 2.5 4.5 6.5 A

tTSD 過熱シャットダウン温度 (1) ダイ温度 150 160 180 °C
（1）設計保証値であり、テストは行っていません。 

次頁のタイミング図の①～⑥に相当する。 

電気的特性 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 

パラメータ 測定条件 単位 

タイミング要件 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 

パラメータ MIN MAX 単位 

fSTEP ステップ周波数 ① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

500 kHz

tWH(STEP) パルス幅、STEP “High” 1 µs

tWL(STEP) パルス幅、STEP “Low” 1 µs

tSU(STEP) セットアップ時間、コマンド～STEP立ち上がり 200 ns

tH(STEP) ホールド時間、コマンド～STEP立ち上がり 200 ns

t WAKE ウェイクアップ時間、SLEEPn非アクティブ～STEP 1 ms
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図 1. ブロック図 

機能説明
PWM Hブリッジ･ドライバ
DRV8811には、電流制御PWM回路とマイクロステッピング･

インデクサを持つ2つのHブリッジ･モータ･ドライバが搭載さ
れています。モータ制御回路のブロック図を次に示します。
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電流レギュレーション
PWMチョッピング電流は、コンパレータによって設定されま

す。コンパレータは、電流センス抵抗両端の電圧（8倍値）を、リ
ファレンス電圧と比較します。リファレンス電圧は、VREFピン
から入力されます。フルスケール（100％）チョッピング電流は、
次の式で計算されます。

例：
0.22Ωのセンス抵抗を使用し、VREFxピンが3.3Vの場合、フ

ルスケール（100％）チョッピング電流は3.3V/（8 × 0.22Ω）=
1.875Aとなります。
また、リファレンス電圧は内部DACでスケーリングされ、そ

れによってバイポーラ･ステッピング･モータの分数ステッピン
グに対するトルク制御が可能になります。後述の「マルチステッ
ピング･インデクサ」を参照してください。
巻線がアクティブになると、その巻線を流れる電流が増加し、

前述のチョッピング電流スレッショルドに達すると、固定され
たオフ時間にわたって電流がオフになります。このオフ時間は、
RCA（ブリッジA）およびRCB（ブリッジB）ピンに接続された抵
抗とコンデンサの値によって決まります。オフ時間は次の式で
近似されます。

巻線が最初にアクティブになったときの過渡電流による誤差
動を防ぐため、FETをオンにした直後にブランキング期間が設
けられています。この期間中は、電流センス･コンパレータの
状態が無視されます。ブランキング期間は、RCxピンに接続さ
れたコンデンサの値によって決まり、次の式で近似されます。

減衰モード
PWM電流チョッピング中は、PWM電流スレッショルドに達

するまでの間、Hブリッジによるモータ巻線の駆動がイネーブル
になります。これは、図2の①で示されています。図中の電流の
流れる方向は、ステップ表での正の電流の流れを示しています。
チョッピング電流スレッショルドに達すると、Hブリッジは

2つの異なる状態、高速モードまたは低速減衰モードで動作で
きます。
高速モードでは、PWMチョッピング電流レベルに達すると、

Hブリッジが状態を反転して、巻線電流が逆方向に流れるよう
にします。同期整流がイネーブル（SRnピンが“Low”）の場合
は、対向する両FETがオンになります。巻線電流がゼロに近づ
くと、ブリッジがディスエーブルになり、逆方向の電流が停止
されます。SRnが“High”の場合は、電流がボディ･ダイオー
ド経由または外部ショットキー･ダイオード経由で再循環され
ます。高速モードは、図2の②で示されています。
低速減衰モードでは、ブリッジ内の両方のローサイドFETを

イネーブルにすることで、巻線電流が再循環されます。これは、
図2の③で示されています。DRV8811は、混合減衰モードもサ
ポートしています。

混合減衰モードは、高速モードから開始されますが、ある一
定の時間が経過すると低速減衰モードに切り替わり、固定オフ
時間の残りの時間は低速減衰モードに保持されます。
高速および混合減衰モードは、巻線を流れる電流の減少時に

のみアクティブとなります。電流の増加時は、常に低速減衰が
使用されます。
どの減衰モードを使用するかは、DECAYピンの電圧によっ

て選択されます。この電圧が0.6 × VCCより高い場合は、常に低
速減衰モードが使用されます。DECAYが0.21 × VCCより低い場
合、巻線を流れる電流の減少時は高速モードで動作します。電
圧がこれらのレベルの間の範囲である場合は、混合減衰モード
が使用されます。
混合減衰モードでは、DECAYピンの電圧によって、サイク

ル内のどの時点で低速減衰モードへ変化するかが設定されま
す。これは、次の式で近似できます。

ブランキング、固定オフ時間、および混合減衰モードの動作を
図3に示します。

8
VREFX

ICHOP RISENSE
=

•
(1)

xOUT1 xOUT2
3

1

2

3

Drive current

Slow decay (brake)

Fast decay (reverse)

VM

1

2

図 2. 減衰モード 

tOFF C•R= (2)

C1400=tBLANK • (3)

0.6 VCCtFD • •R C In ( )VDECAY

•
= (4)
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マイクロステッピング･インデクサ
DRV8811の内蔵インデクサ･ロジックによって、いくつかの

異なるステッピング構成を使用できます。次の表に示すように、
USM1およびUSM0ピンを使用してステッピング･モードを設定
できます。

次の表に、USM1およびUSM0の各設定に対する相対電流お
よびステップ方向を示します。STEP入力の各立ち上がりエッ
ジで、インデクサは表内の次の状態に移行します。方向はDIR
ピンが“High”の場合です。DIRピンが“Low”の場合は、シー
ケンスが逆になります。正の電流は、xOUT2を基準にxOUT1 =
正と定義されています。
ホーム状態は45度です。この状態は、パワーアップ時、また

はデバイスのリセット時の状態です。この状態では、HOMEn
出力ピンが“Low”になります。他のすべての状態では、この
ピンは“High”となります。

PWM

RCx

PWM_ON

DECAY

VCC

BLANK

PWM_OFF

VBLANK

SQ

Q R

FAST_DECAY

0.21 × VCC

CR

BLANK

O
N

IT
R

IP

O
NPWM

ON

PWM

OFF

(tOFF)

Winding

Current

RCx

Voltage

ITRIP

0.6 × VCC

0.6 ×

VCC

0.21 × VCC

To other PWM

VDECAY

FAST

(tFD)

SLOW

DECAY

VBLANK

図 3. PWM

USM1 USM0 ステップ･モード 

0 0 フル･ステップ（2相励起） 

0 1 1/2ステップ（1-2相励起） 

1 0 1/4ステップ（W1-2相励起） 

1 1 8マイクロステップ/ステップ 

AOUTx電流 
（フルスケールに 
対する%） 

BOUTx電流 
（フルスケールに 
対する%） 

フル･ステップ 1/2ステップ 1/4ステップ 1/8ステップ ステップ角（度） USM = 00 USM = 01 USM = 10 USM = 11

1 1 1 100 0 0

2 98 20 11.325

2 3 92 38 22.5

4 83 56 33.75

1 2 3 5 71 71 45（ホーム状態） 

6 56 83 56.25

4 7 38 92 67.5

8 20 98 78.75

3 5 9 0 100 90

10 –20 98 101.25

6 11 –38 92 112.5

12 –56 83 123.75

2 4 7 13 –71 71 135

14 –83 56 146.25

8 15 –92 38 157.5
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フル･ステップ AOUTx電流 
（フルスケールに 
対する%） 

BOUTx電流 
（フルスケールに 
対する%） 

1/2ステップ 1/4ステップ 1/8ステップ ステップ角（度） USM = 00 USM = 01 USM = 10 USM = 11

16 –98 20 168.75

5 9 17 –100 0 180

18 –98 –20 191.25

10 19 –92 –38 202.5

20 –83 –56 213.75

3 6 11 21 –71 –71 225

22 –56 –83 236.25

12 23 –38 –92 247.5

24 –20 –98 258.75

7 13 25 0 –100 270

26 20 –98 281.25

14 27 38 –92 292.5

28 56 –83 303.75

4 8 15 29 71 –71 315

30 83 –56 326.25

16 31 92 –38 337.5

32 98 –20 348.75

RESETn、ENABLEn、およびSLEEPn動作
RESETnピンが“Low”になると、ステップ･テーブルがホー

ム位置にリセットされます。また、Hブリッジ･ドライバはディ
スエーブルになります。RESETnがアクティブである間は、
STEP入力が無視されます。
ENABLEnピンは、出力ドライバの制御に使用されます。

ENABLEnが“Low”のとき、Hブリッジがイネーブルになり
ます。ENABLEnが“High”のときは、Hブリッジがディスエー
ブルで、出力がハイ･インピーダンス状態になります。
ENABLEnが“High”のとき、入力ピン、およびインデクサ

（STEPおよびDIRピン）を含めた制御ロジックは引き続き機能
しています。
SLEEPnピンは、デバイスを低電力状態にするために使用さ

れます。SLEEPnがLow”の場合、Hブリッジがディスエーブ
ルとなり、ゲート駆動チャージ･ポンプが停止し、すべての内
部クロックが停止します。この状態では、SLEEPnが“High”
に戻るまで、すべての入力が無視されます。

保護回路
過電流保護（OCP）

いずれかのFETを流れる電流が設定済みの過電流スレッショ
ルドを超えた場合、Hブリッジ内のすべてのFETがディスエー
ブルになります。ENABLEnピンをいったん“High”にして再
度“Low”にするか、または電源をいったん切断して再投入す
るまで、FETはイネーブルになりません。過電流状態は両方向
でセンスされ（地絡、天絡、モータ巻線間の短絡）、すべての場
合に過電流シャットダウンとなります。
過電流保護は、PWM電流制御用の電流センス回路を使って

行われるのではなく、Isense抵抗値またはVREF電圧とは独立
しています。

過熱シャットダウン（TSD）

内部チップ温度が設定温度を超えた場合、デバイス内のすべ
てのドライバがシャットダウンされ、インデクサはホーム状態
にリセットされます。内部チップ温度が安全レベルまで低下す
ると、動作が再開されます。

低電圧誤動作防止（UVLO）

任意の時点でVMの電圧がUVLOの電圧を下回った場合、デ
バイス内のすべての回路がディスエーブルになり、インデクサ
はホーム状態にリセットされます。VMが上昇してUVLOスレッ
ショルドを超えると、動作が再開されます。
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熱特性について
過熱保護
DRV8811には、前述のとおり、過熱シャットダウン（TSD）

機能があります。内部チップ温度が約150°Cを超えた場合、デ
バイスは、温度が安全なレベルに低下するまでディスエーブル
となります。
デバイスが過熱シャットダウン状態になりがちである場合に

は、消費電力が過剰であるか、ヒートシンクが不足しているか、
または周囲温度が高すぎることを示しています。

消費電力
DRV8811の消費電力で大勢を占めるのは、出力FET抵抗

RDS(ON)で消費される電力です。ステッピング･モータを駆動し
たときの平均消費電力は、次の式でおおまかに見積もることが
できます。

ここで、PTOTは合計消費電力、RDS(ON)は各FETの抵抗、
IOUT(RMS)は各巻線に流れるRMS出力電流です。IOUT(RMS)は、
フルスケール出力電流設定 × 0.7にほぼ等しくなります。係数
の4は、2つのモータ巻線があり、各巻線について任意の時点で
2つのFET（ハイサイドとローサイド）.に巻線電流が流れている
という事実によるものです。
DRV8811で消費できる最大電力は、周囲温度およびヒートシン

クに依存します。図4および図5に、最大許容消費電力が温度お
よびPCB構成によってどのように変化するかを示しています。
図4は、裏面に銅領域がないか、または24cm2の2オンス銅領域を
形成した、76mm × 114mm × 1.6mm厚の2層JEDEC Low-K基板を
使用したデータです。同様に、図5は、ソリッドな1オンスの内
部グランド･プレーンを持つ、76mm × 114mm × 1.6mm厚の4層
JEDEC Low-K基板を使用したデータです。この場合は、サー
マル･ビアを使用してPowerPAD™をグランド･プレーンに接続
しており、外層に追加の銅領域はありません。

RDS(ON)は温度とともに増加するため、デバイスの温度が上
昇すると、消費電力は増加します。ヒートシンクのサイズを決
定する際には、この点を考慮する必要があります。図6を参照
してください。

ヒートシンク
PowerPAD™パッケージは、露出したパッドを使用してデバ

イスから熱を除去します。適切な動作のためには、このパッ
ドをPCB上の銅領域に熱的に接続して放熱させる必要がありま
す。グランド･プレーンを持つ多層PCBでは、いくつかのビアを
追加してサーマル･パッドをグランド･プレーンに接続すること
で、これを実現できます。内部プレーンのないPCBでは、PCB
のいずれかの側に銅領域を追加することで放熱できます。銅領
域がPCB上でデバイスとは反対側にある場合は、サーマル･ビ
アを使用して、上層から下層へと熱を伝達します。
PCBの設計方法の詳細については、TIアプリケーション･レ

ポートSLMA002「PowerPAD™ Thermally Enhanced Package」
およびTIアプリケーション･ブリーフSLMA004「PowerPAD™
Made Easy」を参照してください。いずれも、www.ti.comから
入手できます。
一般に、より多くの銅領域を設けるほど、より大きな電力を

消費できます。図7は、2オンス銅のヒートシンク領域を持つ片
面PCBでの熱抵抗と銅プレーン面積の関係を示しています。ヒー
トシンクの効果は約20cm2まで急激に増加した後、それより大
きな面積ではやや平坦になることがわかります。

PTOT RDS(ON) IOUT(RMS)4= ( )• •
2

(5)
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Orderable Device Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/Ball Finish MSL Peak Temp (3)

DRV8811PWP ACTIVE HTSSOP PWP 28 50 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

DRV8811PWPR ACTIVE HTSSOP PWP 28 2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

パッケージ情報
製品情報

(1) マーケティング･ステータスは次のように定義されています。

ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。

PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

(2) エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。

TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

Pb-Free (RoHS)：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。

Pb-Free (RoHS Exempt)：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。

Green (RoHS & no Sb/Br)：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

DRV8811PWPR HTSSOP PWP 28 2000 330.0 16.4 6.9 10.2 1.8 12.0 16.0 Q1

テープおよびリール･ボックス情報 

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

パッケージ･マテリアル情報
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*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

DRV8811PWPR HTSSOP PWP 28 2000 346.0 346.0 33.0

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

パッケージ･マテリアル情報
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A.  全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B.  図は予告なく変更することがあります。 
C.  本体寸法にはバリや突起を含みません。バリおよび突起は、各辺0.15を超えてはなりません。 
D.  このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、 
　  テクニカル･ブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）を参照してください。これらの 
　  ドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。 
E.  JEDEC MO-153に適合しています。 

注： 

PWP（R-PDSO-G**） PowerPAD™ PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
20 PINS SHOWN

メカニカル･データ
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露出サーマル･パッドの寸法 

B  Exposed tie strap features may not be present.
A. 寸法はすべてミリメートル単位です。 

PWP（R-PDSO-G28）

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱特性について
このPowerPADTMパッケージには、外部ヒートシンクに直接

接続するように設計された、露出したサーマル･パッドが装備
されています。このサーマル･パッドは、プリント基板（PCB）に
直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBをヒー
トシンクとして使用できます。また、サーマル･ビアを使用し
て、サーマル･パッドをデバイスの回路図に示された適切な銅
プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された特別
なヒートシンク構造に接続することができます。この設計によ
り、ICからの熱伝導が最適化されます。

PowerPADTMパッケージについての追加情報及びその熱放散
能力の利用法については、テクニカル･ブリーフ『PowerPAD
Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）および
アプリケーション･ブリーフ『PowerPAD Made Easy』（TI文献
番号SLMA004）を参照してください。いずれもホームページ
www.ti.comで入手できます。
このパッケージの露出したサーマル･パッドの寸法を次の図

に示します。
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(SLVS865G)

A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B. 図は予告なく変更することがあります。 
C. 中央の半田マスク定義パッドを変更しないように、回路基板組み立て図に注記を書き込んでください。 
D. このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカル･ブリーフ 
 『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002, SLMA004）を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページ 
 www.ti.comで入手できます。代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。 
E. レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て 
 拠点にお問い合わせください。例に示したステンシル設計は、50%容積のメタルロード半田ペーストに基づいています。ステンシルに関する他の 
 推奨事項については、IPC-7525を参照してください。 
F. 信号パッド間および信号パッド周囲の半田マスク許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。 

注： 

PWP（R-PDSO-G28） PowerPAD™ PLASTIC SMALL OUTLINE

ランド･パターン
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